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Аннотация. Данная статья посвящена применению автоматизированной информационно-
измерительной системы для определения электрофизических параметров электронных компонен-
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Введение. Компоненты, изготовленные из полупроводников, лежат в основе всей электронной 

промышленности. Из них изготавливаются множество современных устройств, применяемых в 
системах хранения и обработки сигналов, автомобилестроении, радиолокационных системах, 
оптоэлектронике. Актуальность применения полупроводников подтверждается анализом россий-
ских и зарубежных статей. Например, в работе [1, с.2] представлены исследования, направленные 
на применение карбида кремния (SiC) в тяговых транспортных средствах, мотивируемые про-
мышленным спросом на использование силовых полупроводниковых устройств. Статья [2, с.13] 
посвящена разработке диодного лазера, обладающего уменьшенными массогабаритными парамет-
рами по сравнению с существующими аналогами. Широкая полома пропускания модуляции, до-
ступная в данном лазере, способствует достижению высокой точности измерений и высокой ча-
стоты обновлений.  Результаты экспериментов, описанных в публикации [3, с.507], свидетель-
ствуют о применении тонкопленочного транзистора с полупроводником из оксида титана (TiO₂) в 
качестве закрывающего каналы слоя, в электроэнергетике, бытовых зарядных устройствах, нако-
пительных панелях, дисплеях, которые требуют работу с низким электропотреблением. Получение 
прозрачных проводящих полупроводниковых пленок, в основе которых лежат различные оксиды, 
используемые для легирования, возможно с помощью метода спрей-пиролиза [4, с. 257]. Такие 
материалы применяются во многих приборах, из-за высокой прозрачности и проводимости. 

Разработка новых полупроводниковых компонентов и изделий на их основе обязательно вклю-
чает в себя этап определения их электрофизических параметров, так как изготовленное устройство 
будет иметь характеристики, напрямую зависящие от этих параметров. На сегодняшний день су-
ществует множество методов и специализированных средств измерений, определяющие полупро-
водниковые параметры – параметрические тестеры и анализаторы, а также программно-
аппаратные комплексы.  

В данной статье рассмотрено определение параметров полупроводниковых компонентов, с по-
мощью автоматизированной информационно-измерительной системы. 

Устройство автоматизированной информационно-измерительной системы. Автоматизиро-
ванная информационно-измерительная система для определения электрофизических параметров 
полупроводниковых компонентов состоит из персонального компьютера, измерительного блока и 
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разработанной программы, осуществляющей анализ и обработку полученной информации. В ос-
нову системы положен косвенный метод измерения, позволяющий вычислить необходимые ха-
рактеристики полупроводника с помощью снятия и последующего анализа его вольт-амперной 
характеристики. Внешний вид системы представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Внешний вид системы для определения электрофизических параметров полупровод-

никовых компонентов 
 
 Исследуемые образцы, представляющие собой сменные кассеты, помещаются в термокамеру, 

расположенную в измерительном блоке. С её помощью удаётся сохранять определенную темпера-
туру во время всего эксперимента, либо выявлять зависимость изменения параметров исследуемо-
го объекта от её заданного значения. Также в состав блока входят следующие устройства [5, 
с.120]: 

 инвертор, предназначенный для формирования определенной величины напряжения, про-
текающего через исследуемый полупроводниковых компонентов; 

 микроконтроллер, связывающий исследуемый образец и компьютер и выполняющий вы-
числительные функции; 

 масштабирующий преобразователь, служащий для приведения значения напряжения, про-
текающего через полупроводник, к входному напряжения аналого-цифрового преобразователя.  

В персональный компьютер поступает информация о зависимости напряжения смещения и то-
ка, протекающего через образец исследования. Эта информация обрабатывается программным 
приложением, рабочая область которого представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Рабочая область программы 
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Данная программа позволяет приводить полученные значения электрофизических параметров в 
графический и табличный вид (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. – Табличный вид полученной информации 

 
Автоматизированная информационно-измерительная система обладает измеряемым диапазо-

ном напряжения на исследуемом образце от -100 В до +100 В; Относительная погрешностью из-
мерения тока и напряжения не более 0,5 %; Абсолютным значением погрешности измерения тер-
мокамеры не более 1 градуса Цельсия. Данные характеристики системы указывают на высокую 
точность результатов измерения и уменьшение временных затрат измерительного процесса, так 
как время измерения вольт-амперной характеристики составляет не более 2 с. 

Заключение. Предложенная автоматизированная информационно-измерительная система для 
измерения электрофизических параметров полупроводниковых характеристик может быть ис-
пользована в многочисленных целях, например, для выявления дефектов выпускаемой продукции, 
исследования и разработки новых материалов, улучшения эффективности работы полупроводни-
ковых устройств. Таким образом, автоматизированная система является важной разработкой в об-
ласти электроники.  
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